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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン単結晶インゴットをスライスして得られた単一の薄円板状のシリコンウェーハ
の表面へ供給ノズルによりエッチング液を供給し、前記ウェーハを回転させることにより
前記供給したエッチング液をウェーハ表面全体に拡げてエッチングする枚葉式エッチング
工程(12)と、
　前記シリコンウェーハの表面を研磨する研磨工程(14)と
　をこの順に含み、
　前記枚葉式エッチング工程(12)が前記シリコンウェーハ表面をエッチングした後、前記
シリコンウェーハ裏面をエッチングする工程であり、
　枚葉式エッチングに使用されるエッチング液が酸エッチング液であって、
　前記酸エッチング液がフッ酸、硝酸及びリン酸から構成され、前記フッ酸、硝酸及びリ
ン酸が重量％でフッ酸：硝酸：リン酸＝０．５～４０％：５～５０％：５～７０％の混合
割合で含有し、その粘性度が２～４０ｍＰａ・ｓｅｃ、表面張力が５０～７０ｄｙｎｅ／
ｃｍの水溶液であり、
　前記エッチング液供給ノズルからのエッチング液の供給量が２～３０リットル／分、前
記ウェーハの回転速度が１００～２０００ｒｐｍの範囲内であり、
　前記枚葉式エッチング工程(12)におけるエッチング取り代が片面５～７５μｍ、ウェー
ハ表裏面の合計取り代で１０～１５０μｍである
　ことを特徴とするシリコンウェーハの製造方法。
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【請求項２】
　得られるシリコンウェーハの厚さの最大値と最小値との差が１μｍ以下である請求項１
記載の方法。
【請求項３】
　枚葉式エッチング工程(12)と研磨工程(14)との間にシリコンウェーハの端面を面取りす
る面取り工程(13)を更に含む請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研削やラッピング等の機械研磨を用いた平坦化工程を行うことなく高平坦化
を達成し得るシリコンウェーハの製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に半導体シリコンウェーハの製造工程は、引上げたシリコン単結晶インゴットから
切出し、スライスして得られたウェーハを、面取り、機械研磨（ラッピングや研削）、エ
ッチング、鏡面研磨（ポリッシング）及び洗浄する工程から構成され、高精度の平坦度を
有するウェーハとして生産される。
　しかし、従来の方法では、エッチングを終えたウェーハは鏡面研磨工程が施されてその
表面を鏡面に加工されるが、エッチング工程を終えたシリコンウェーハの表裏面では、ラ
ッピングや研削等の平坦化工程を終えた際のウェーハ平坦度を維持できておらず、また所
望のウェーハ表面粗さも得られていないため、これらのウェーハ平坦度及びウェーハ表面
粗さを改善するために、鏡面研磨工程において多くの研磨代をとる必要があるため鏡面研
磨工程に大きな負荷がかかっていた。
【０００３】
　そこで、機械研磨により生じた加工歪層を平坦度を確保しつつ効率よく除去できるシリ
コンウェーハ製造プロセスとして、図１６に示すように、シリコン単結晶インゴットをス
ライスする工程１と、このスライスウェーハの端面を面取りする工程２と、半導体インゴ
ットをスライスして得られたウェーハの少なくともおもて面を平面研削又はラッピングに
より平坦化加工する平坦化工程３と、平坦化加工されたウェーハのおもて面をスピンエッ
チングによりエッチングするスピンエッチング工程４と、エッチングされたウェーハのお
もて面を研磨して鏡面とする研磨工程５とからなる半導体ウェーハの製造方法が開示され
ている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平１１－１３５４６４号公報（請求項１、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に示される方法では、平坦化工程で機械研磨により研削
等を施す際のウェーハ保持で生じた研削痕や、ウェーハ表面にうねりを生じており、この
平坦化工程に続く工程で加工歪層だけでなく、この上記研削痕やうねりを取除くために多
くの研磨代をとる必要があり、やはり研磨工程に大きな負荷がかかっていた。
　本発明の目的は、従来必須の製造工程であった研削やラッピング等の機械研磨を用いた
平坦化工程を行うことなく高平坦化を達成し、生産性を向上し得る、シリコンウェーハの
製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、従来ウェーハ製造工程で必須の工程であった研削等の機械研磨による平
坦化工程を省略し、スライスしたウェーハを特定の条件で枚葉式エッチング工程、研磨工
程をこの順に施すことにより、従来の製造工程と同程度又はそれ以上の高平坦度を有し、
かつ生産性を向上させることができることを知見した。
　請求項１に係る発明は、図１に示すように、シリコン単結晶インゴットをスライスして
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得られた単一の薄円板状のシリコンウェーハの表面へ供給ノズルによりエッチング液を供
給し、ウェーハを回転させることにより供給したエッチング液をウェーハ表面全体に拡げ
てエッチングする枚葉式エッチング工程１２と、シリコンウェーハの表面を研磨する研磨
工程１４とをこの順に含み、枚葉式エッチング工程１２がシリコンウェーハ表面をエッチ
ングした後、シリコンウェーハ裏面をエッチングする工程であり、枚葉式エッチングに使
用されるエッチング液が酸エッチング液であって、酸エッチング液がフッ酸、硝酸及びリ
ン酸から構成され、フッ酸、硝酸及びリン酸が重量％でフッ酸：硝酸：リン酸＝０．５～
４０％：５～５０％：５～７０％の混合割合で含有し、その粘性度が２～４０ｍＰａ・ｓ
ｅｃ、表面張力が５０～７０ｄｙｎｅ／ｃｍの水溶液であり、エッチング液供給ノズルか
らのエッチング液の供給量が２～３０リットル／分、ウェーハの回転速度が１００～２０
００ｒｐｍの範囲内であり、枚葉式エッチング工程１２におけるエッチング取り代が片面
５～７５μｍ、ウェーハ表裏面の合計取り代で１０～１５０μｍであることを特徴とする
シリコンウェーハの製造方法である。
　請求項１に係る発明では、上記条件で枚葉式エッチング工程１２及び研磨工程１４を施
すことで、従来ウェーハ製造工程に必須の工程であった研削等による機械研磨を用いた平
坦化工程を行うことなく、ウェーハＴＴＶが１μｍ以下の高平坦化を達成できる。
【０００６】
　請求項２に係る発明は、請求項１に係る発明であって、得られるシリコンウェーハの厚
さの最大値と最小値との差が１μｍ以下である方法である。
　請求項３に係る発明は、請求項１に係る発明であって、枚葉式エッチング工程１２と研
磨工程１４との間にシリコンウェーハの端面を面取りする面取り工程１３を更に含む方法
である。
                                                                                
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のシリコンウェーハの製造方法は、従来必須の製造工程であった研削やラッピン
グ等の機械研磨を用いた平坦化工程を行うことなく高平坦化を達成できるという利点があ
る。従って、従来、研削等の機械的な平坦化処理を施すことで生じていた研削痕やうねり
が発生しないため、鏡面研磨工程で多くの研磨代をとる必要がなくなるため、ウェーハ製
造の生産性を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
　先ず、育成されたシリコン単結晶インゴットは、先端部及び終端部を切断してブロック
状とし、インゴットの直径を均一にするためにインゴットの外径を研削してブロック体と
する。特定の結晶方位を示すために、このブロック体にオリエンテーションフラットやオ
リエンテーションノッチを施す。このプロセスの後、図１に示すように、ブロック体は棒
軸方向に対して所定角度をもってスライスされる（工程１１）。
【０００９】
　従来のウェーハ製造工程では続いて、スライス等の工程で生じた薄円板状のシリコンウ
ェーハ表裏面の凹凸層を研削やラッピング等の機械研磨により削ってウェーハ表裏面の平
坦度とウェーハの平行度を高めていたが、本発明の製造方法ではこの機械研磨による平坦
化工程を施さず、単一のシリコンウェーハの表面へ供給ノズルによりエッチング液を供給
し、ウェーハを所定の回転速度でスピンさせることにより供給したエッチング液をウェー
ハ表面全体に拡げてエッチングする（工程１２）。本発明の枚葉式エッチング工程１２で
は、スライス等の工程で生じたシリコンウェーハ表裏面の凹凸層をエッチングによって平
坦化してウェーハ表裏面の平坦度とウェーハの平行度を高める。また、ブロック切断、外
径研削、スライス工程１１のような機械加工プロセスによって導入された加工変質層を完
全に除去する。また、枚葉式エッチングに使用されるエッチング液として酸エッチング液
を用いることで、ウェーハの表面粗さとテクスチャーサイズの制御をする。
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【００１０】
　この枚葉式エッチング工程では、図２に示すような枚葉式エッチング装置２０にシリコ
ンウェーハ２１を装填する。即ち、カップ２２内に配置された真空吸引式のウェーハチャ
ック２３によりウェーハ２１表面が上面となるようにウェーハ２１を水平に保持する。続
いてウェーハ２１上方に設けられたエッチング液供給ノズル２４を図２の実線矢印で示す
ように、水平に移動させながら、エッチング液供給ノズル２４からエッチング液２６をウ
ェーハ２１の上面に供給しつつウェーハチャック２３によりウェーハ２１をスピンさせる
ことにより、ウェーハ表面をエッチング処理してウェーハ表面の加工変質層を取除く。供
給ノズル２４の水平移動は０．１～２０ｍｍ／秒の速度で、ウェーハ中心からウェーハの
半径方向に供給ノズル２４端部を支点とし、ノズル２４の水平駆動により描かれる円弧に
沿って揺動することにより行われるか、又はウェーハ中心からウェーハの半径方向に往復
動することにより行われる。ウェーハ２１の上面に供給されたエッチング液２６は、ウェ
ーハ回転の遠心力によりウェーハ中心側からウェーハ外周縁側へとウェーハ表面の加工変
質層をエッチングしながら徐々に移動し、ウェーハの外周縁から液滴２６となって飛散す
る。
【００１１】
　本発明の枚葉式エッチング工程で使用するエッチング液２６はフッ酸、硝酸及びリン酸
をそれぞれ含有した水溶液である。また水溶液中に含まれるフッ酸、硝酸及びリン酸の混
合割合は重量％でフッ酸：硝酸：リン酸＝０．５～４０％：５～５０％：５～７０％に規
定される。上記混合割合とすることでエッチング液２６の粘性度が２～４０ｍＰａ・ｓｅ
ｃと、エッチング液２６の表面張力が５０～７０ｄｙｎｅ／ｃｍとなるため、ウェーハ表
裏面の平坦度とウェーハの平行度を高めるのに好適である。粘性度が下限値未満であると
、液の粘性が低すぎてウェーハ上面に滴下したエッチング液が遠心力によってウェーハ表
面からすぐに吹き飛んでしまい、ウェーハ表面に均一にまた十分に接触することができな
いため十分なエッチング取り代を確保するのに時間がかかり、生産性が低下する。粘性度
が上限値を越えるとウェーハ表面に滴下したエッチング液がウェーハ上面に必要以上に長
い時間留まってしまうため、ウェーハの面内及び外周形状をコントロールすることができ
ずウェーハ平坦度が悪化する不具合を生じる。表面張力が下限値未満であると、ウェーハ
上面に滴下したエッチング液が遠心力によってウェーハ表面からすぐに吹き飛んでしまい
、ウェーハ表面に均一にまた十分に接触することができないため十分なエッチング取り代
を確保するのに時間がかかり、生産性が低下する。表面張力が上限値を越えるとウェーハ
表面に滴下したエッチング液がウェーハ上面に必要以上に長い時間留まってしまうため、
ウェーハの面内及び外周形状をコントロールすることができずウェーハ平坦度が悪化する
不具合を生じる。エッチング液に含まれるフッ酸、硝酸、リン酸及び水の混合割合は５～
２０％：２０～４０％：２０～４０％：２０～４０％が好ましい。この混合割合とするこ
とでエッチング液の粘性度は１０～２５ｍＰａ・ｓｅｃに、エッチング液の表面張力は５
５～６０ｄｙｎｅ／ｃｍになる。エッチング液供給ノズル２４からのエッチング液２６の
供給量は２～３０リットル／分が好ましい。シリコンウェーハがφ３００ｍｍのときは酸
エッチング液２６の供給量は５～３０リットル／分が、シリコンウェーハがφ２００ｍｍ
のときは酸エッチング液２６の供給量は３～２０リットル／分がそれぞれ好適である。
【００１２】
　本発明の枚葉式エッチング工程１２でのウェーハ２１の回転速度は１００～２０００ｒ
ｐｍの範囲内に規定される。なお、ウェーハ２１の直径やエッチング液２６の粘性度、供
給ノズル２４の水平移動によるエッチング液２６の供給位置、供給するエッチング液２６
の供給流量によっても最適な回転速度は多少前後する。回転速度が下限値未満であるとウ
ェーハの面内及び外周形状をコントロールすることができずウェーハ平坦度が悪化する不
具合を生じ、回転速度が上限値を越えるとウェーハ表面に滴下したエッチング液が遠心力
によってウェーハ表面からすぐに吹き飛んでしまい、ウェーハ表面に均一にまた十分に接
触することができないため十分なエッチング取り代を確保するのに時間がかかり、生産性
が低下する。シリコンウェーハがφ３００ｍｍのとき回転速度は２００～１５００ｒｐｍ
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が好ましく、６００ｒｐｍが更に好ましい。またシリコンウェーハがφ２００ｍｍのとき
回転速度は３００～２０００ｒｐｍが好ましく、８００ｒｐｍが更に好ましい。
【００１３】
　またこの枚葉式エッチング工程１２では、ウェーハ表面をエッチングした後に、引続き
ウェーハ裏面をエッチングすることで、ウェーハ表裏面を均等にエッチングするためウェ
ーハの平行度が高められる。ウェーハ２１表面をエッチング処理した後は、図示しないリ
ンス液供給ノズルにより純水などのリンス液をウェーハ２１の上面に供給しつつウェーハ
２１をスピンさせることによりウェーハ２１表面に残留するエッチング液２６を洗浄する
。洗浄後はリンス液の供給を停止した状態で窒素ガス等の不活性ガスを供給しながらウェ
ーハ２１をスピンさせてウェーハ２１を乾燥させる。続いて、ウェーハ２１を裏返してウ
ェーハ２１裏面が上面となるようにウェーハチャック２３にウェーハ２１を保持し、同様
にしてエッチング処理、リンス液洗浄処理及び乾燥処理を行う。
【００１４】
　この枚葉式エッチング工程１２におけるエッチング取り代は片面５～７５μｍ、ウェー
ハ表裏面の合計取り代で１０～１５０μｍが好ましい。エッチング取り代を上記範囲とす
ることで、ウェーハ表裏面の平坦度とウェーハの平行度を高め、かつ、後に続く研磨工程
における研磨代を従来のウェーハ製造工程に比べて大きく低減することができる。エッチ
ング取り代が下限値未満では製品として必要なウェーハ表裏面の平坦度とウェーハの平行
度が得られず、かつウェーハ表面粗さが十分に低減されていないため、研磨工程の負荷が
大きく、上限値を越えると、ウェーハ平坦度が損なわれウェーハ製造における生産性が悪
化する。上記条件で枚葉式エッチング工程１２を施すことにより、ウェーハの表面粗さと
テクスチャーサイズの制御をすることができるため、後に続く研磨工程１４においてウェ
ーハ表裏面における研磨代をそれぞれ低減しながら、ウェーハ平坦度の維持及びウェーハ
表面粗さの低減の双方を達成することができる。
【００１５】
　次に、図１に戻って、枚葉式エッチング工程１２を終えたウェーハは、ウェーハの周辺
部の欠けやチップを防止するためにウェーハ端面に面取り加工する（工程１３）。この面
取りを施すことにより、例えば面取りされていないシリコンウェーハ表面上にエピタキシ
ャル成長するときに端面に異常成長が起こり環状に盛り上がるクラウン現象を抑制するこ
とができる。通常、ラッピングや平面研削などのウェーハ平坦化工程によってウェーハ周
辺部に欠けやチップが発生しないように、ウェーハの面取り加工工程はウェーハ平坦化工
程前に実施されるが、本発明では平坦化工程を省略したプロセスであることから、面取り
加工工程は枚葉式エッチング工程の前後において実施することができる。特に、枚葉式エ
ッチング工程後に面取り加工工程を実施することにより、エッチング作用によってウェー
ハの面取り形状を崩すことなく、枚葉式エッチング工程によるウェーハ端面の型崩れを整
えながら面取りできる。具体的には図３に示すように、ウェーハ２１は真空チャック３１
によりウェーハ中心部が吸引され、水平に保持される。真空チャック３１と一体的に形成
された回転駆動部によって、ウェーハ２１をスピンさせ、ウェーハ端面２１ａに砥石３２
をスピンさせながら接触させることにより面取り加工を行う。また、この面取り工程では
、研磨テープをウェーハ端面に対して任意の接触角で接触させることにより行ってもよい
。
【００１６】
　次に、図１に戻って、シリコンウェーハの表面に研磨を施す（工程１４）。本実施の形
態ではウェーハ表裏面を同時に研磨する両面同時研磨について説明する。
　両面同時研磨する方法としては、図４に示すような両面同時研磨装置４０により行われ
る。図４に示すように、先ず、キャリアプレート４１を両面同時研磨装置４０のサンギア
４７とインターナルギア４８に噛合させ、キャリアプレート４１のホルダー内にシリコン
ウェーハ２１をセットする。その後、このシリコンウェーハ２１の両面を研磨面側に第１
研磨布４２ａが貼り付けられた上定盤４２と研磨面側に第２研磨布４３ａが貼り付けられ
た下定盤４３で挟み込むように保持し、ノズル４４から研磨剤４６を供給するとともに、
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サンギア４７とインターナルギア４８によってキャリアプレート４１を遊星運動させ、同
時に上定盤４２と下定盤４３を相対方向に回転させることによって、シリコンウェーハ２
１の両面を同時に鏡面研磨する。前述した枚葉式エッチング工程１２を施したシリコンウ
ェーハは、平坦化工程を終えた際のウェーハ平坦度とほぼ同程度の平坦度を維持している
とともに、所望のウェーハ表面粗さを有しているため、この両面同時研磨工程１４ではウ
ェーハ表裏面における研磨代を低減することができるとともに、ウェーハ平坦度の維持及
びウェーハ表面粗さの低減の双方を達成することができる。また、この両面同時研磨工程
１４では、上定盤４２と下定盤４３の回転数をそれぞれ制御しながらシリコンウェーハの
表裏面を同時に研磨することで、ウェーハの表裏面を目視により識別可能な両面鏡面ウェ
ーハを得ることができる。この研磨工程１４における研磨取り代は片面１～１５μｍ、ウ
ェーハ表裏面の合計取り代で２～３０μｍが好ましい。
【００１７】
　このように本発明のシリコンウェーハの製造方法を行うことによって、従来必須の製造
工程であった研削やラッピング等の機械研磨を用いた平坦化工程を行うことなく高平坦化
を達成できる。従って、従来、研削等の機械的な平坦化処理を施すことで生じていた研削
痕やうねりが発生しないため、鏡面研磨工程で多くの研磨代をとる必要がなくなるため、
ウェーハ製造における生産性が大幅に改善される。本発明の製造方法により、ウェーハ厚
さの最大値と最小値との差が１μｍ以下のシリコンウェーハが得られる。
【００１８】
　また本実施の形態では、両面同時研磨によってウェーハの表裏面を同時に研磨したが、
この両面同時研磨の代わりに、ウェーハの表裏面を片面ずつ研磨する片面研磨によってウ
ェーハを研磨しても同様の効果が得られることは言うまでもない。また、デバイスが作成
されるウェーハ主表面のマイクロラフネスを向上させるために、両面同時研磨を施したウ
ェーハの主表面に片面研磨を施してもよい。
【実施例】
【００１９】
　次に本発明の実施例を比較例とともに詳しく説明する。
　＜実施例１＞
　先ず、シリコン単結晶インゴットから切り出したφ３００ｍｍのシリコンウェーハを５
枚用意した。次いで、図２に示す枚葉式エッチング装置を用いてシリコンウェーハに枚葉
式エッチングを施した。エッチング液には、フッ酸、硝酸、リン酸及び水の混合割合が重
量％でフッ酸：硝酸：リン酸：水＝７％：３０％：３５％：２８％とした酸エッチング液
を用いた。またエッチングにおけるウェーハ回転速度を６００ｒｐｍ、供給するエッチン
グ液の流量を５．６リットル／分にそれぞれ制御し、９０秒間エッチングを行った。枚葉
式酸エッチングにおけるエッチング取り代は、片面３０μｍであった。エッチングした後
は、ウェーハをスピンしながらウェーハ表面に純水を供給して洗浄し、窒素をウェーハ表
面に吹付けてウェーハ表面を乾燥させた。続いてウェーハを裏返し、ウェーハ裏面につい
ても同様の条件で枚葉式酸エッチングを施した。次に、ウェーハの端面に図３に示す装置
を用いて面取りを施した。更に、図５に示す両面同時研磨装置を用い、両面同時研磨での
研磨取り代が片面１０μｍとなるように、上定盤、下定盤、インターナルギア、サンギア
の各回転速度を調整してウェーハ表裏面に両面同時研磨を施した。以上の工程で５枚のサ
ンプルを鏡面ウェーハとした。
【００２０】
　＜比較例１＞
　先ず、シリコン単結晶インゴットから切り出したφ３００ｍｍのシリコンウェーハを５
枚用意した。次いで、平坦化工程として、図示しない研削装置を用いてシリコンウェーハ
表裏面を両面同時研削（Double Disk Surface Grind；以下、ＤＤＳＧという。）を施し
た。このＤＤＳＧ工程での取り代を片面３０μｍとした。続いて、図示しない研削装置を
用いて片面研削工程（Single Disk Surface Grind；以下、ＳＤＳＧ工程という。）を行
い、このＳＤＳＧ工程での取り代を片面２０μｍとした。更に、図５に示す両面同時研磨
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、インターナルギア、サンギアの各回転速度を調整してウェーハ表裏面に両面同時研磨を
施した。以上の工程で５枚のサンプルを鏡面ウェーハとした。
【００２１】
　＜比較例２＞
　先ず、シリコン単結晶インゴットから切り出したφ３００ｍｍのシリコンウェーハを５
枚用意した。次いで、平坦化工程として、ラッピング装置を用いてシリコンウェーハ表裏
面をＤＤＳＧを施した。このＤＤＳＧ工程での取り代を片面３０μｍとした。次いで、図
２に示す枚葉式エッチング装置を用いて平坦化を終えたシリコンウェーハに枚葉式エッチ
ングを施した。エッチング液には、フッ酸、硝酸、リン酸及び水の混合割合が重量％でフ
ッ酸：硝酸：リン酸：水＝７％：３０％：３５％：２８％とした酸エッチング液を用いた
。またエッチングにおけるウェーハ回転速度を６００ｒｐｍ、供給するエッチング液の流
量を５．６リットル／分にそれぞれ制御し、６０秒間エッチングを行った。枚葉式エッチ
ングにおけるエッチング取り代は、片面２０μｍであった。エッチングした後は、ウェー
ハをスピンしながらウェーハ表面に純水を供給して洗浄し、窒素をウェーハ表面に吹付け
てウェーハ表面を乾燥させた。続いてウェーハを裏返し、ウェーハ裏面についても同様の
条件で枚葉式エッチングを施した。更に、図５に示す両面同時研磨装置を用い、両面同時
研磨での研磨取り代が片面１０μｍとなるように、上定盤、下定盤、インターナルギア、
サンギアの各回転速度を調整してウェーハ表裏面に両面同時研磨を施した。以上の工程で
５枚のサンプルを鏡面ウェーハとした。
【００２２】
　＜比較試験１＞
　実施例１、比較例１及び比較例２における各工程後のＴＴＶ並びにウェーハ表面形状を
測定した。ＴＴＶは各ウェーハをそれぞれ真空吸着盤に吸着固定した後、ウェーハの厚さ
の最大値と最小値を求め、その値の差とした。表１～表３に各工程後におけるＴＴＶを示
す。またサンプル１～５の平均値と標準偏差σを併せて表１～表３に示す。また実施例１
、比較例１及び比較例２のサンプル１における表面形状を図５～図１５にそれぞれ示す。
【００２３】

【表１】

【００２４】
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【表２】

【００２５】
【表３】

【００２６】
　表１～表３より明らかなように、実施例１における両面同時研磨工程後のＴＴＶ値は、
比較例１及び比較例２における両面同時研磨工程後のＴＴＶ値と遜色ない結果が得られて
いることが判る。また、図５～図１５から明らかなように、実施例１の各工程後における
ウェーハ表面形状は比較例１及び比較例２の各工程後におけるウェーハ表面形状と遜色な
い結果が得られており、従来必須の製造工程であった研削やラッピング等の機械研磨を用
いた平坦化工程を施さなくとも高平坦化を達成できることが判った。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本実施の形態におけるシリコンウェーハの製造方法を示す図。
【図２】枚葉式エッチング装置を示す図。
【図３】面取り工程を示す斜視図。
【図４】両面同時研磨装置を示す図。
【図５】実施例１のスライス工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図６】実施例１の枚葉式エッチング工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図７】実施例１の両面同時研磨工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図８】比較例１のスライス工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
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【図９】比較例１のＤＤＳＧ工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図１０】比較例１のＳＤＳＧ工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図１１】比較例１の両面同時研磨工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図１２】比較例２のスライス工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図１３】比較例２のＤＤＳＧ工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図１４】比較例２の枚葉式エッチング工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図１５】比較例２の両面同時研磨工程後におけるウェーハ表面形状を示す図。
【図１６】従来のシリコンウェーハの製造方法を示す図。
【符号の説明】
【００２８】
　１１　スライス工程
　１２　枚葉式エッチング工程
　１３　面取り工程
　１４　研磨工程

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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